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第四章 結論 
 

4-1. 相變化記錄層厚度改變對於記錄點形成之改變 

本實驗為研究透過雷射光束聚焦於相變化薄膜之記錄點，探討不同

性質寫入參數下(雷射功率與寫入時間)以及不同之物理條件(相變化

膜層厚度)下，其對應變化之情形。並透過原子力顯微儀加熱平台，

欲了解雷射光致記錄點於相變化材料對熱之反應。 

雷射光束寫下記錄點之作用機制為透過雷射光將熱能傳導給相變

化材料，其材料再對不同性質作用熱能與作用時間發生不同對應的反

應。實驗中改變記錄層的厚度，其推測物理原理為對於單位面積之相

變化材料中，厚度增加時，受到雷射作用之區域體積越大，是以可視

為參與作用的材料粒子增加，因而造成寫下記錄點程度的不同。此

外，奈米尺度下相變化膜層厚度亦會影響散熱的特性，而散熱的快慢

與侷域溫度亦為影響相變化材料相態改變重要原因之一。 

   

4-2. 雷射功率及作用時間對於相變化記錄點之光學及表面

形貌的影響 

由大範圍矩陣記錄點之光學訊號與表面形貌實驗，得知記錄點形成

之趨勢為：(一)、在較小功率範圍(1-6mW)內先形成一結晶點，並在

此功率內記錄點直徑隨功率範圍增加而加大；該區內表面形貌則是會
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先由凹陷，逐漸轉變至中心突起貌。(二)、功率範圍(7-16mW)內，記

錄點光學反射訊號形成一結晶環，中心則是反射率較低的部分；由高

功率低時間(雷射功率 8-20mW，寫入時間 100-150ns)區作比較後發現

中心處應是由於相變化材料相態轉變至非晶態所致。此時之表面形貌

皆為中心突起樣，且隨功率越大突起高度亦越高。(三)、大功率範圍

(17~20mW)內造成記錄點光學反射訊號中心為低反射，周圍為一結晶

環。推測中心處由於高溫造成材料的破壞，導致光束被吸收亦或穿透

而導致反射率下降。表面形貌則為中心凹陷周圍突起樣，由記錄點形

成趨勢推測當達到材料之氣化溫度後，原先中心隆起處之表面形貌會

因達到熔點而形成破壞性形變。 

 

4-3. 溫度改變對於相變化薄膜記錄點之影響 

加熱可覆寫式商業碟片(DVD+RW)實驗中可觀測經過初始化動作

之背景與寫下記錄點的導電性。並觀測隨溫度升高時，非晶態記錄點

的導電性會逐漸由內部產生結晶點；當達到一定溫度平衡後趨於與背

景相同之導電性。亦探討逐漸升至 180°C 高溫時實驗的困難處在於

基板已呈現熔化貌，因而導致實驗不穩定。 

另一加熱實驗探討溫度對寫入記錄點表面形貌的影響；發現隨溫度

達到一定程度後，會因密度的改變而影響到凹陷型態的記錄點形貌。

並發現若是原先已造成較大程度表面形貌的記錄點，無法透過退火的
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動作而有改變，是以得知該情況下之記錄點表面形貌為不可回覆性的

改變。 

加熱後的記錄點於特定參數時(功率小於 3mW)表面形貌會由原先

凹陷變至突起，目前以相態轉變時對應密度改變來解釋此現象；未來

希望能搭配測量密度來精準定量密度的大小，亦須以更多的實驗來驗

證實驗模型。而實驗中假設之模型與實際量測結果有出入，推測其原

因有二：一為實際樣品的密度可能與文獻中之密度不同，導致試算時

產生誤差；二為已寫下記錄點處之形變可能因受熱會有突起的現象，

導致與試算結果不同。此外，估算中假設高度變化會對應至密度變

化，該假設也是會造成誤差的存在。 

 

4-4. 導電式原子力顯微儀之應用限制 

記錄點是否會因雷射寫入時，高溫發生氧化之議題，由歐傑能譜實

驗結果推論寫下記錄點時，會造成一區域不連續缺陷，造成局部電性

較周圍處不導電，因而形成結晶態記錄點之電性較初鍍態背景差之結

果。是以使用導電式原子力顯微儀討論物體表面導電特性時，亦須考

量是否有表面不連續缺陷的形成而影響導電性的判斷。 
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